
「半導体」第10回 

物性研究所 勝本信吾 

太陽電池，接合トランジスタ(バイポーラトランジスタ): 少数キャリアデバイス 

電場効果トランジスタ (FET): 多数キャリアデバイス 

少数キャリア系： 低キャリア濃度 → 低フェルミ縮退温度 
↓ 

インコヒーレント 

フェルミ温度はある程度高くなる 
↓ 

量子コヒーレンス 



MES-FET 



MOS-FET 

enhancement 

depletion 

inversion 

CMOS インバーターの 
簡単化した回路 

T. Ando, A. B. Fowler, and F. Stern, Rev. Mod. Phys. 54, 437 (1982). 



半導体ヘテロ接合 
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成長薄膜断面の原子像 
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2重障壁ダイオード 



２重障壁ダイオードの実験 



障壁への波束の衝突 



２重障壁への波束の衝突 



三角ポテンシャル近似 



自己無撞着な取り扱い 


